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【緒言】近年、プロセッサの高性能化に伴う熱密度の増加が問題となっている。効率的に冷却をするた

めにマイクロスケールでの組み込みが可能な新しい冷却が必要であり、熱電薄膜はその一つとして期

待されている[1]。実用で応用されるための熱電材料には、安価で環境低負荷な材料であることが重要

である。そのような要求を満たす化合物の一つとして、シリサイド化合物が注目を集めている。SrSi2

は、室温付近において高い熱電特性を示すことが報告されている[2]。昨年度、当研究室ではこの材料

の薄膜化に成功し、熱電特性を評価した。本発表では、この α-SrSi2 系化合物の更なる熱電特性向上の

ため、共スパッタ法で Sr サイトに Ba を固溶させた BaxSr1-xSi2 薄膜を系統的に作製し、その電気的特性

について評価したので報告する 

【実験条件】2 インチの SrSi2 ターゲットと BaSi2 ターゲットを用

い、Ar+H2 雰囲気下で、RF マグネトロンスパッタ法により(001) 

Al2O3 基板上に(BaxSr1-x)Si2膜を製膜した。基板温度は、700 ℃、

製膜圧力は 100 mTorr の条件下で膜の作製を行った。電気伝導度

とゼーベック係数は熱電特性評価装置を用いて He 雰囲気中で室

温から 400 oC の温度範囲で評価した。 

【結果】BaSi2 ターゲットにかかる RF 電力を変化させることで

(Ba の膜中の堆積量を制御することによって)、BaxSr1-xSi2 膜のア

ルカリ土類金属イオンの割合だけを変化させて製膜できること

を明らかにした。XRD 測定結果を Fig. 1 に示した。図はアジマス

軸に対して回転させながら、あおり角ψを連続的に変化させて、

2θ-ω測定した結果について、ψ軸方向に積算した X 線チャート

である。Ba 固溶量が多くなるに従ってピークが低角側に動いて

いる。これは、格子定数の増加を示しており、Ba が固溶している

ことを示唆する結果である。得られた膜のゼーベック係数は、全

ての試料で正であり、p 型の電気伝導を示すことがわかった。ま

た、Ba 固溶の増加に伴ってゼ－ベック係数が増加する傾向を示

した。 
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Fig. 1 Integrated XRD profiles 
along the sample inclination 
angle for (BaxSr1-x)Si2 films 
deposited on (001)Al2O3 
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